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１．概要（Summary） 

ZnSe を用いた有機 -無機ハイブリッド Avalanche 
Photodiode(APD)の集積化プロセスを開発するため、山

口大学にてマスク設計を行った後、香川大学にてフォトマ

スクを作製した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクレス露光装置（大日本科研社製, MX-1204） 

 
【実験方法】 

本研究では、無機層にZnSe系半導体、窓層に有機導

電 材 料 で あ る Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)− 
Poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)を用いることで、

有機層と無機層のハイブリッド構造となっている。ZnSe 系

半導体層は分子線エピタキシー法により作製した。続い

て，山口大学にて設計し、香川大学にて作製したフォトマ

スクを使用して、フォトリソグラフィによる PEDOT:PSS お

よび電極の形成を行った。 
次に、山口大学にてマスク設計し、香川大学にてフォト

マスクを作製して、フォトリソグラフィにより絶縁膜と薄膜

電極を設置した APD 素子を作製した。まず、SU-8
絶縁膜をフォトリソグラフィにより APD 基板上に形

成した。その上に電極用フォトレジストをパターニン

グし、Au/Ti 薄膜を電子ビーム(EB)蒸着により蒸着し

た。フォトレジストをリフトオフすることで薄膜電極

を形成した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
フォトリソグラフィを用いて作製した素子について、逆方

向 I－V特性、外部量子効率、増倍率の特性を解析し、イ

ンクジェット法での作製素子と比較した。フォトリソグラ

フィ素子はインクジェット素子と同様に、ブレークダ

ウン直前のリーク電流が 10-10A/mm2以下の良好な

I-V 特性が確認された。 
 外部量子効率スペクトルを測定したところ、フォト

リソグラフィ素子では 300～440nm の波長帯におい

て 50％以上の量子効率を達成され、最大量子効率は波

長 340nm における 70%であった。 
また、APD 動作時の光電流測定から増倍率を求めた

ところ、これまでインクジェット素子で得られていた

最大増倍率が 90 倍であったのに対し、フォトリソグ

ラフィ素子で 3100 倍となった。 
次に、作製した APD 素子の電流-電圧特性を測定し

たところ、電圧値 28V において急峻なブレークダウン

が確認された。これにより、絶縁膜および薄膜電極の

形成によって APD 動作が損なわれないことが示され

た。 
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